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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleiterbauelement 

@ Die Wirkung der Ableitung von Warme von dem Halb- 
leiterbauelement (20) ist dadurch verbessert, daf^ ein fla- 
Cher Tragerbereich (16a) vorgesehen ist, an dem ein Lei- 
stungsbauelement (2) angebracht ist, und daB sich der 
Steuerungsbauelementbereich, an dem ein Steuerungs- 
bauelement (3) angebracht ist, kontinuierlich mit dem fla- 
chen Tragerbereich (16a) erstreckt, und daf^ die gegen- 
uberliegenden Seitenrander des flachen Tragerbereichs 
(16a) nach oben gebogen sind, um den Verstarkungsbe- 
reich (16b) zu bilden, so daf^ die Steifigkeit der Warmeab- 
leitflache (8) an der Ruckseite des Bereichs des Tragers 
(15), an dem das Leistungsbauelement (2) angebracht ist, 
erhoht ist und die Kontaktflache der externen Warmesen- 
ke (22) und der War meableitfl ache (8) vergroBert ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement, das mit 
einem Leistungsbauelement versehen ist, und insbesondere 
ein Halbleiterbauelement, das einen Trager hat, der mit ei- 5 
nem daran angebrachten Leistungsbauelement versehen ist, 
das auf einer exteraen Warmesenke in Kontakt damit befe- 
stigt ist. 

Zunachst wird nachstehend ein bekanntes Halbleiterbau- 
element beschrieben, das mit einem Leistungsbauelement lO 
versehen ist. Ein bekanntes Halbleiterbauelement 30 hat ei- 
nen Leistungsbauelementchip 2, einen monolithischen 
Steuerungs-IC-Chip 3 und einen Widerstandschip 4, die auf 
einer Chipbefestigungsflache eines Tragers 31 mit flacher 
Plattenkonstruktion angebracht sind, und ist als Ganzes mit is 
einem Formkunststoff 32 so geformt, daB eine Ruckflache 8 
(nachstehend als Wanneableitflache bezeichnet) der Chip- 
befestigungsflache des TYSgers 31 fteiliegt, wie die Fig, 6A 
und 6B zeigen. Die Warmeableitflache 8 wird femer mit ei- 
ner (nicht gezeigten) extemen Warmesenke in Kontakt ge- 20 
bracht und in dem Halbleiterbauelement 30 daran befestigt. 
Infolgedessen leitet die exteme Warmesenke von dem Halb- 
leiterbauelement 30 erzeugte Warme uber die Warmeableit- 
flache 8 in die AtmosphSre ab. Die drei Chips 2, 3, 4 sind 
durch Bonddrahte 5 miteinander verbunden, so daB eine 25 
Schaltung gebildet ist, wobei der Steuerungs-IC-Chip 3 den 
Leistungsbauelementchip 2 steuert. 

Der Trager 31 ist aufgrund der Konstruktion in Form ei- 
nes flachen Rachenkorpers nicht ausreichend steif und neigt 
dazu, sich zu verformen, was unter dem EinfluB von Span- 30 
nungen des Formkunststoffs 32, die beim Einsiegeln des 
Leistungsbauelements 2 erzeugt werden, zu einer verzoge- 
nen oder verworfenen Warmeableitflache 8 fiihrt. Dies be- 
wirkt, daB zwischen der extemen Warmesenke und der War- 
meableitflache 8 ein Zwischenraum gebildet wird, was zu 35 
dem Problem fiihrt, daB von dem Halbleiterbauelement 30 
erzeugte Warme nicht ausreichend abgeleitet werden kann. 

Das Halbleiterbauelement 30 weist femer das Problem 
auf, daB es wegen der Konstmktion des Tragers 31 in Form 
eines flachen Rachenkorpers fur den Formkunststoff 32 40 
schwierig ist, einen engen Kontakt mit dem TVager herzu- 
stellen, so daB das Halbleiterbauelement eine geringe Zuver- 
lassigkeit hat. 

Die Erfindung soli die oben beschriebenen Probleme lo- 
sen, und Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbleiterbauele- 45 
ment anzugeben, das imstande ist, Warme mit Hilfe einer 
extemen Warmesenke uber einen IVager wirksam abzulei- 
ten, und ein Halbleiterbauelement hoher Zuverlassigkeit an- 
zugeben, die durch einen zufriedenstellend engen Kontakt 
zwischen dem Trager und einem Formkunststoff gewahrlei- 50 
stet ist. 

Zur Losung der vorstehenden Aufgabe hat ein erstes 
Halbleiterbauelement gemaB der Erfindung einen IVager er- 
hohter Steifigkeit, so daB ein Verwerfen oder Verziehen ei- 
ner Warmeableitflache verhindert wird. Dabei weist das er- 55 
ste Halbleiterbauelement gemaB der Erfindung ein Lei- 
stungsbauelement und ein Steuerungsbauelement auf, das 
das Leistungsbauelement steuert, wobei beide auf einer 
Bauelement-Befestigungsflache des Tragers angebracht und 
mit einem Formkunststoff eingesiegelt sind, so daB die War- 60 
meableitflache an der Ruckseite davon freiliegt, wobei die 
Warmeableitflache auf der extemen Warmesenke in Kon- 
takt damit befestigt ist. 

Die Befestigungsflache des TVagers hat einen flachen TVa- 
gerbereich, auf dem das Leistungsbauelement angebracht 65 
ist, und einen Steuerungsbauelementbereich, der sich konti- 
nuierlich mit dem flachen Tragerbereich erstreckt, wobei 
das Steuerungsbauelement darauf angebracht ist, wahrend 



gegeniiberliegende Seitenrander des flachen Tragerbereichs 
nach oben gebogen sind, um einen Verstarkungsbereich zu 
bilden und die Steifigkeit der Warmeableitflache zu erho- 
hen. 

Das erste Halbleiterbauelement gemaB der Erfindung hat 
bevorzugt dort, wo der Formkunststoff in den Verstarkungs- 
bereich eindringt, Durchgangslocher oder Ausschnitte, so 
daB der Trager und der Formkunststoff fester miteinander 
verbunden sind. 

Zur Losung der vorstehenden Aufgabe ist bei einem 
zweiten Halbleiterbauelement gemaB der Erfindung der 
Formkunststoffbereich in eine Vielzahl von Bereichen ge- 
ringerer GroBe unterteilt, so daB die durch den Formkunst- 
stoff verursachten Spannungen verringert und eine Verfor- 
mung der Warmeableitflache verhindert wird. Dabei weist 
das zweite Halbleiterbauelement gemaB der Erflndung ein 
Leistungsbauelement und ein Steuerungsbauelement auf, 
das das Leistungsbauelement steuert, wobei beide auf einer 
Bauelement-Befestigungsflache des IVagers angebracht und 
rait einem Formkunststoff eingesiegelt sind, so dafi eine 
Warmeableitflache an der Ruckseite davon freiliegt, wobei 
die Warmeableitflache auf der extemen Warmesenke in 
Kontakt damit befestigt ist. 

Die Befestigungsflache des Tragers hat einen flachen Tra- 
gerbereich, auf dem das Leistungsbauelement angebracht 
ist, und einen Steuerungsbauelementbereich, der sich konti- 
nuierlich mit dem flachen TVagerbereich erstreckt, wobei 
das Steuemngsbauelement darauf angebracht ist, wahrend 
der Leistungsbauelement-Formbereich, in dem das Lei- 
stungsbauelement auf dem flachen Tragerbereich eingesie- 
gelt ist, und der Steuemngsbauelement-Formbereich, in dem 
das Steuerungsbauelement darauf eingesiegelt ist, voneinan- 
der getrennt sind. 

Bei dem zweiten Halbleiterbauelement gemaB der Erfin- 
dung sind bevorzugt gegeniiberliegende Seitenrander des 
flachen Tragerbereichs, auf dem das Leistungsbauelement 
angebracht ist, von dem Trager nach oben gebogen sind, um 
Verstarkungsbereiche zu bilden und die Steifigkeit der War- 
meableitflache zu erhohen, so daB eine Verformung der 
Warmeableitflache zuverlassiger verhindert wird. 

Bei dem zweiten Halbleiterbauelement gemaB Erfindung 
sind femer bevorzugt dort, wo der Formkunststoff in den 
Verstarkungsbereich eindringt, Durchgangslocher oder Aus- 
schnitte in den Verstarkungsbereichen vorgesehen sind, so 
daB der Trager und der Formkunststoff fester miteinander 
verbunden sind, 

Bei dem zweiten Halbleiterbauelement gemaB der Erfin- 
dung wird auBerdem dadurch, daB ein gekrummter Leiterbe- 
reich vorgesehen ist, der sich zu dem Steuerungsbauele- 
mentbereich und dem flachen Tragerbereich fortsetzt und 
zwischen dem Steuerungsbauelement-Formbereich und 
dem Leistungsbauelement-Formbereich freiliegt, eine au- 
Bere Kraft von dem gekriimmten Leiterbereich absorbiert, 
so daB ein Bruch des Leiterbereichs verhindert wird und die 
Zuverlassigkeit des Halbleiterbauelements verbessert wer- 
den kann. 

Die Erfindung wird nachstehend, auch hinsichtlich weite- 
rer Merkmale und Vorteile, anhand der Beschreibung von 
Ausfiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beilie- 
genden Zeichnungen naher erlautert. Die Zeichnungen zei- 
gen in: 

Fig. lA eine Draufsicht auf ein Halbleiterbauelement ge- 
maB der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig, IB eine Seitenansicht des Halbleiterbauelements ge- 
maB der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. IC eine Querschnittsansicht entlang der Linie IC-IC 
in Fig. 1 A; 

Fig. 2A eine Draufsicht auf eine erste Abwandlung des 
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Halbleiterbauelements gemaB der ersten Ausfuhrungsform 
der Erfindung; 

Fig. 2B eine Seitenansicht der ersten Abwandlung des 
Halbleiterbauelements gemaB der ersten AusfUhrungsform 
der Erfindung; 5 

Fig. 3A eine Draufsicht auf eine zweite Abwandlung des 
Halbleiterbauelements gemaB der ersten Ausfuhrungsform 
der Erfindung; 

Fig. 3B eine Seitenansicht der zweiten Abwandlung des 
Halbleiterbauelements gemaB der ersten Ausfuhrungsform lO 
der Erfindung; 

Fig. 4A eine Draufsicht auf ein Halbleiterbauelement ge- 
maB der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 4B eine Seitenansicht des Halbleiterbauelements ge- 
m§lB der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung; 15 

Fig. SA eine Draufsicht auf eine Abwandlung des Halb- 
leiterbauelements gemafi der zweiten Ausfuhrungsform der 
Erfindung; 

Fig. 5B eine Seitenansicht der Abwandlung des Halblei- 
terbauelements gemaB der zweiten Ausfuhrungsform der 20 

Erfindung; 

Fig. 6A eine Draufsicht auf ein bekanntes Halbleiterbau- 
element; 

Fig. 6B eine Seitenansicht des bekannten Halbleiterbau- 
elements. 25 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen des Halbleiterbauele- 
ments werden nachstehend beschrieben. 

Ausfuhrungsform 1 

30 

Ein Halbleiterbauelement 20 gemaB der ersten Ausfuh- 
rungsform hat einen Formbereich 6, der an einer extemen 
Warmesenke 22 befestigt ist, wie Fig. 1 A zeigt. Der Form- 
bereich 6 weist folgendes auf: einen Leistungsbauelement- 
chip 2, einen Steuerungsbauelementchip 3 und einen Wider- 35 
standschip 4, die auf einem Trager 15 versiegelt sind, und 
der Trager 15 hat einen Bereich, in dem der Leistungsbau- 
elementchip 2 an der Bauelement-Befestigungsflache ange- 
bracht ist, und einen Bereich, in dem der Steuerungsbauele- 
mentchip 3 und der Widerstandschip 4 angebracht sind, 40 

Der Leiterrahmen oder Trager 15 erstreckt sich zu der 
AuBenseite des Formbereichs 6, wobei ein Ende davon ei- 
nen extemen AnschluB 23 bildet. Wie Fig. IB zeigt, weist 
der Formbereich 6 die drei Chips 2, 3, 4 auf, die gemeinsam 
mit dem Formkunststoff eingesiegelt sind, wahrend ein Be- 45 
reich 8 (nachstehend als Warmeableitflache bezeichnet) an 
der RQckseite des Bereichs freiliegt, wo der Leistungsbau- 
elementchip 2 auf der Bauelement-Befestigungsflache ange- 
bracht ist, wahrend der Bereich des TVagers 15 dort, wo der 
Steuerungsbauelementchip 2 und der Widerstandschip 4 an- 50 
gebracht sind, vollstandig von dem Formkunststoff bedeckt 
ist. 

Der Formbereich 6 ist femer an der extemen Warme- 
senke 22 befestigt, wobei die Warmeableitflache in Kontakt 
mit der extemen Warmesenke 22 gebracht ist. Die drei 55 
Chips 2, 3, 4 sind durch Bonddrahte 5 miteinander verbun- 
den, so daB eine Schaltung gebildet ist, in der der Steue- 
rungsbauelementchip 4 den Leistungsbauelementchip 2 
steuert. 

Andererseits ist der Leistungsbauelementchip 2 auf dem 60 
Leistungsbauelementbereich 16a angebracht, der ein flacher 
Bereich der Bauelement-Befestigungsflache des Tragers 15 
ist, und Tragerwande 16b sind vorgesehen, die sich entlang 
von Seitenrandem des Tragers 15 an beiden Seiten des Lei- 
stungsbauelementbereichs 16a erstrecken, so daB der Lei- 65 
stungsbauelementbereich 16a verst^rkt wird. 

Wie Fig. IC zeigt, erstrecken sich dabei die TVagerwSnde 
16b von dem Leistungsbauelementbereich 16a nach oben zu 
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der AuBenseite, und eine Vielzahl von Durchgangslochem 9 
ist in den Seitenflachen der Tragerwande 16b vorgesehen, 
wie die Fig. 1 A und IB zeigen. Bei dieser Ausfuhrungsform 
haben die Durchgangslocher 9 einen Durchmesser von 
0,6 mm und sind in Abstanden von 2 mm angeordnet. 

Wie oben beschrieben, wird, da die Steifigkeit der War- 
meableitflache 8 des Tragers 15 durch das Vorsehen der Tra- 
gerwande 16b an dem Trager 15 erhoht ist, eine Verformung 
des Tragers 15 aufgrund von Spannungen, die beim Einsie- 
geln Oder Versiegeln der Chips 2, 3, 4 erzeugt werden, ver- 
mieden, so daB ein Verwerfen oder Verziehen der Warmeab- 
leitflache 8 verhindert wird. Infolgedessen wird die Warme- 
ableitflache 8 im flachen Zustand und ohne einen Zwischen- 
raum in engem Kontakt mit der extemen Warmesenke 22 
gehalten, so daB die von dem Leistungsbauelement 2 er- 
zeugte Warme wirksam abgeleitet werden kann. 

Da der Formkunststoff in die in den TVagerwanden 16b 
geformten Durchgangsldcher 9 eindringt, sind der Form- 
kunststoff und der Trager 15 fester miteinander verbunden, 
so daB die Zuverlassigkeit des Halbleiterbauelements 20 
verbessert wird. 

Nachstehend wird das Halbleiterbauelement 20a gemaB 
einer ersten Abwandlung des Halbleiterbauelements 20 be- 
schrieben. Wig Fig. 2 zeigt, hat das Halbleiterbauelement 
20a Ausschnitte 10a, die in den Tragerwanden 16b so ausge- 
bildet sind, daB sie sich zu der Unterseite der Tragerwande 
16b hin offtien. Bei dieser Ausfuhrungsform haben die Aus- 
schnitte 10a eine Abmessung von 1 mm an einer Seite und 
sind in Abstanden von 3 mm angeordnet. Das Halbleiter- 
bauelement 20a ist mit Ausnahme der Ausschnitte 10a das 
gleiche wie das Halbleiterbauelement 20 der ersten Ausfuh- 
rungsform. 

Da der Formkunststoff in die in den Tragerwanden 16b 
gebildeten Ausschnitte 10a eindringt, sind der Formkunst- 
stoff und der Trager 15 fester miteinander verbunden, so daB 
die Zuverlassigkeit des Halbleiterbauelements 20a verbes- 
sert wird. 

Nachstehend wird ein Halbleiterbauelement 20b gemaB 
der zweiten Abwandlung des Halbleiterbauelements 20 be- 
schrieben. Wie Fig. 3 zeigt, hat das Halbleiterbauelement 
20b Ausschnitte 10b, die in den Tragerwanden 16b so aus- 
gebildet sind, daB sie sich zum oberen Ende der TVager- 
wande 16b hin offinen. Bei dieser Ausfuhrungsform haben 
die Ausschnitte 10b Abmessungen von 1 mm an einer Seite 
und sind in Abstanden von 3 mm angeordnet. Das Halblei- 
terbauelement 20b ist das gleiche wie das Halbleiterbauele- 
ment 20 der ersten Ausfuhrungsform, mit der Ausnahme, 
daB die Ausschnitte 10b vorgesehen sind. 

Da bei der oben beschriebenen Konstruktion der Form- 
kunststoff in die in den Tragerwanden 16b gebildeten Aus- 
schnitte 10b eindringt, sind der Formkunststoff und der Tra- 
ger 15 fester miteinander verbunden, so daB die Zuverlassig- 
keit des Halbleiterbauelements 20b verbessert wird. 

Obwohl sich bei der oben beschriebenen ersten Ausfuh- 
rungsform die Tragerwande 16b von dem flachen Tragerbe- 
reich schrag nach oben erstrecken, ist die Erfindung nicht 
auf eine Konstruktion beschrankt, bei der sich die Trager- 
wande von dem flachen Tragerbereich schrag nach oben er- 
strecken; die Tragerwande konnen sich von dem flachen Be- 
reich auch vertikal nach oben erstrecken. 

Ausfuhrungsform 2 

Nachstehend wird ein Halbleiterbauelement 21 gemaB 
der zweiten Ausfuhrungsform beschrieben. Wie Fig. 4A 
zeigt, hat das Halbleiterbauelement 21 einen Leistungsbau- 
element-Formbereich 6a und einen Steuerungsbauelement- 
Formbereich 6b, wobei der Leistungsbauelement-Formbe- 
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reich 6a an einer extemen Warmesenke 22 befestigt ist. Der 
Leislungsbauelement-Formbereich 6a dient dem Einsiegeln 
des Leistungsbauelementchips 2, und der Steuerungsbauele- 
ment-Formbereich 6b dient dem getrennten Versiegeln des 
Widerstandschips 4 und des Steuerungsbauelementchips 3 
auf dem Trager 15a. Ahnlich wie bei der ersten Ausfiih- 
rungsform hat der Trager 15a einen Bereich, in dem der Lei- 
stungsbauelementchip 2 an der Bauelement-Befestigungs- 
flache angebracht ist, und einen Bereich, in dem der Steue- 
rungsbauelementchip 3 und der Widerstandschip 4 ange- 
bracht sind. Ein Ende des Tragers 15a dient als ein extemer 
AnschluB 23. 

Wie Fig. 4B zeigt, weist dabei der Leistungsbauelement- 
Formbereich 6a den Leistungsbauelementchip 2 auf, der mit 
einem Formkunststoff versiegelt ist, wahrend ein Bereich 8 
(nachstehend als Warmeableitflache bezeichnet) an der 
Ruckseite des Bereichs freiliegt, wo der Leistungsbauele- 
mentchip 2 auf der Bauelement-Befestigungsflache ange- 
bracht ist. Der Steuerungsbauelement-Formbereich 6b weist 
den Steuerungsbauelemenlchip 3 und den Widerstandschip 
4 darin versiegelt auf, so daB ein Bereich, in dem beide 
Chips 3, 4 daran angebracht sind, vollstandig mit dem Form- 
kunststoff bedeckt ist. 

Andererseits liegt ein Teil 17 (nachstehend als fieiliegen- 
der Leiterbereich bezeichnet) des TVagers 15a zwischen dem 
Leistungsbauelement-Formbereich 6a und dem Steuerungs- 
bauelement-Formbereich 6b frei. Die drei Chips 2, 3, 4 sind 
durch die Bonddrahte 5 miteinander verbunden, so daB eine 
Schaltung gebildet ist, in der der Steuerungsbauelementchip 
3 den Leistungsbauelementchip 2 steuert. 

Da der Formbereich in zwei Bereiche unterteilt ist, haben 
der Leistungsbauelement-Formbereich 6a und der Steue- 
rungsbauelement-Formbereich 6b geringere GroBe. Diese 
Konstruktion verringert die Spannungen, die beim Einsie- 
geln des Leistungsbauelementchips 2 auf dem Trager 15a 
erzeugt werden, und verhindert daher eine Verformung der 
Warmeableitflache 8, so daB die Warmeableitflache in ei- 
nem flachen Zustand gehalten werden kann. 

Tragerwande, die denen der ersten Ausfiihrungsfonn ahn- 
lich sind, konnen ebenfalls an beiden Seiten des Leistungs- 
bauelementbereichs vorgesehen sein, wo der Leistungsbau- 
elementchip auf der Bauelement-Befestigungsflache des 
Tragers 15a angebracht ist. Diese Konstruktion erhoht die 
Steifigkeit der Warmeableitflache, so daB die Warmeableit- 
flache zuverlassiger im flachen Zustand gehalten wird. 

Es konnen femer, ahnlich wie bei der ersten Ausfiihrungs- 
form, Durchgangslocher oder Ausschnitte in den Trager- 
wanden vorgesehen sein, so daB der Formkunststoff und der 
Trager fester miteinander verbunden sind. 

Nachstehend wird eine Abwandlung des Halbleiterbau- 
elements 21a gemaB der zweiten Ausfiihrungsfonn unter 
Bezugnahme auf Fig, 5 beschrieben. Das Halbleiterbauele- 
ment 21a dieser Abwandlung ist das gleiche wie das Halb- 
leiterbauelement 21, wobei jedoch eine U-formige Kriim- 
mung 17a in dem freiliegenden Leiterbereich 17 vorgesehen 
ist. 

Durch das Vorsehen der U-formigen Kriimmung 17a in 
dem freiliegenden Leiterbereich 17 wird eine exteme Kraft, 
die auf den extemen AnschluB 23 tibertragen wird, wenn 
eine zusatzliche Komponente an den extemen AnschluB 23 
des Halbleiterbauelements 21a angeschlossen wird, in der 
U-formigen Kriimmung 17a absorbiert, so daB ein Bruch 
des freiliegenden Leiterbereichs 17 verhindert wird. 

Da bei dem ersten Haibleiterbauelement die TVagerwande 
an beiden Seiten des flachen Bereichs des Tragers vorgese- 
hen sind, wo der Leistungsbauelementchip angebracht ist, 
so daB die Steiflgkeit der Warmeableitflache des TVagers er- 
hoht wird, wird eine Verformung der Warmeableitflache des 



Tragers aufgrund der von dem Formkunststoff" verursachten 
Spannungen verhindert. 

Da bei dem ersten Haibleiterbauelement die Durchgangs- 
locher Oder die Ausschnitte in den TVagerwanden vor^gese- 
5 hen sind, dringt der Formkunststoff in die Durchgangslocher 
Oder die Ausschnitte ein, so daB die Zuverlassigkeit des 
Halbleiterbauelements verbessert wird. 

Da bei dem zweiten Haibleiterbauelement der Leistungs- 
bauelement-Formbereich, in dem der Leistungsbauelement- 

10 chip versiegelt ist, und der Steuerungsbauelement-Formbe- 
reich, in dem Steuerungsbauelementchip versiegelt ist, ge- 
trennt vorgesehen sind, hat jeder Formbereich geringere 
GroBe, so daB die von dem Formkunststoff erzeugten Span- 
nungen verringert und eine Verformung des Tragers verhin- 

15 dertwird. 

Da bei dem zweiten Haibleiterbauelement die TVager- 
wande an beiden Seiten des flachen Bereichs des Tragers 
vorgesehen sind, wo der Leistungsbauelementchip ange- 
bracht ist, so dafi die Steiflgkeit der Warmeableitflache des 

20 Tragers erhoht ist, wird eine Verformung der Warmeableit- 
flache des Tragers aufgrund der von dem Formkunststoff 
verursachten Spannungen zuverlassiger verhindert. 

Da bei dem zweiten Haibleiterbauelement die Durch- 
gangslocher oder die Ausschnitte in den IVagerw^den vor- 

25 gesehen sind, dringt der Formkunststoff in die Durchgangs- 
locher oder die Ausschnitte ein, so daB die Zuverlassigkeit 
des Halbleiterbauelements verbessert wird. 

Da bei dem zweiten Haibleiterbauelement die Kriimmung 
in dem freiliegenden Leiterbereich vorgesehen ist, der zwi- 

30 schen dem Leistungsbauelement-Formbereich und dem 
Steuerungsbauelement-Formbereich gebildet ist, wird ein 
Bruch des freiliegenden Leiterbereichs durch eine auBere 
Kraft verhindert. 

35 Patentanspriiche 

1. Haibleiterbauelement mit einem Leistungsbauele- 
ment (2) und einem Steuerungsbauelementchip, wel- 
ches das Leistungsbauelement (2) steuert, wobei beide 

40 auf einer Bauelement-Befestigungsflache eines Tragers 
(15) angebracht sind, der eine Warmeableitflache (8) 
hat, die mit einer extemen Warmesenke (22) an der 
Riickseite davon in Kontakt ist, und mit einem Form- 
kunststoff versiegelt sind, 

45 wobei die Bauelement-Befestigungsflache des Tragers 
(15) einen flachen Tragerbereich, auf dem das Lei- 
stungsbauelement (2) angebracht ist, und einen Steue- 
mngsbauelementbereich hat, der sich kontinuierlich 
mit dem flachen Tragerbereich erstreckt, wobei das 

50 Steuerungsbauelement (3) darauf angebracht ist, und 
wobei gegeniiberUegende Seitenrander des flachen 
Tragerbereichs nach oben gebogen sind, um einen Ver- 
starkungsbereich (16b) zu bilden. 

2. Haibleiterbauelement nach Anspruch l,dadurchge- 
55 kennzeichnet, daB Durchgangslocher (9) oder Aus- 
schnitte (10a, 10b) in den Verstarkungsbereichen (16b) 
vorgesehen sind, in die der Formkunststoff eindringt. 

3. Haibleiterbauelement, das ein Leistungsbauelement 
(2) und ein Steuerungsbauelement (3) hat, welches das 

60 Leistungsbauelement (2) steuert, wobei beide auf einer 
Bauelement-Befestigungsflache eines Ttagers (15a) 
angebracht sind, der eine Warmeableitflache (8) hat, 
die mit einer externen Warmesenke (22) an der Riick- 
seite davon in Kontakt ist, und mit einem Formkunst- 

65 stoff versiegelt sind, 

wobei die Befestigungsfl^he des Tragers (15a) einen 
flachen Tragerbereich, auf dem das Leistungsbauele- 
ment (2) angebracht ist, und einen Steuerungsbauele- 
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mentbereich hat, der sich kontinuierlich mit dem Aa- 
chen Tragerbereich erstreckt, wobei das Steuerungs- 
bauelement (3) darauf angebracht ist, und 
wobei ein Leistungsbauelement-Formbereich (6a), in 
dem der Leistungsbauelementchip (2) auf dem flachen 5 
Tragerbereich versiegelt ist, und ein Steuerungsbauele- 
ment-Formbereich (6b), in dem der Steuerungsbauele- 
mentchip (3) darauf versiegelt ist, voneinander ge- 
trennt sind. 

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, dadurch ge- 10 
kennzeichnet, daB gegeniiberliegende Seitenrander des 
flachen TrSgerbereichs, auf dem das Leistungsbauele- 
ment (2) angebracht ist, von dem Trager (15a) nach 
oben gebogen sind, um Verstarkungsbereiche (16b) zu 
bUden. is 

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi Durchgangsldcher (9) oder Aus- 
schnitte (10a, 10b) in den Verstarkungsbereichen (16b) 
vorgesehen sind, in die der Formkunststoff eindringt. 

6. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 3 20 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB ein gekriimmter 
Leiterbereich (17a) vorgesehen ist, der sich zu dem 
Steuerungsbauelementbereich und dem flachen Trager- 
bereich fortsetzt und zwischen dem Steuerungsbauele- 
ment-Formbereich (6b) und dem Leistungsbauele- 25 
ment-Formbereich (6a) freiliegt. 



Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen 



30 



35 



40 



45 



SO 



55 



60 



65 



- Leerseite - 



1 



ZEICHNUNGENSE1TE1 



Nummer: 
Int. Cl7: 

Offenlegungstag: 



DE19915 065A1 
H 01 L 23/435 
10. Februar2000 




902 066/621 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. Cl7: 

Offenlegungstag: 



DE199 15065A1 
H01L 23^^95 
10. Februar 2000 



Fig.2A 




10a 



902 06^621 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: 
Int CI 7: 

Offenlegungstag: 



DE19915 065A1 
H 01 L 23/495 
10. Februar 2000 





902 066/621 




902 066/621 



ZEICHNUNGEN SEITE 5 



Nummer: 
Int. C\7: 

OfFenlegungstag: 



DE19915 065A1 
H 01 L 23/495 
10. Februar 2000 




902 066/621 



ZEICHNUNGEN SEITE 6 Nummer: DE199 15 065A1 

Int. CI 7: H OIL 23^495 

Offenlegungstag: 10. Februar 2000 




5 3 




902 066/621 



